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Preliminary datasheet
EconoPIM™3 Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC

Eigenschaften
+ Elektrische Eigenschaften
- Vegs = 1200V
- Icnom =200 A/ Icgm =400 A N g
- Trenchstop™ IGBT7 =
- Uberlastbetrieb bis zu 175°C
- Niedriges Vcesat
+ Mechanische Eigenschaften
- Integrierter NTC Temperatur Sensor
- Lotverbindungstechnik
- Kupferbodenplatte
- Al,05 Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
Potenzielle Anwendungen
+ Hilfsumrichter
» Motorantriebe
+ Servoumrichter
Produktvalidierung

+ Qualifiziert fir Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749
und 60068
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EconoPIM™3 Modul

1 Gehiuse

1 Gehause

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Isolations-Priifspannung Viso. |RMS,f=50Hz,t=1min 2.5 kv

Material Modulgrundplatte Cu

Innere Isolation Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) Al,03

Kriechstrecke dereep | Kontakt - Kiihlkorper 10.0 mm

Luftstrecke dclear | Kontakt - Kiihlkorper 7.5 mm

Vergleichszahl der CTl >200

Kriechwegbildung

Relativer Temperaturindex RTI Gehause 140 °C

(elektr.)

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Modulstreuinduktivitat Lece 25 nH

Modulleitungswiderstand, Raacer | Tc=25°C, pro Schalter 1.1 mQ

Anschlisse - Chip

Modulleitungswiderstand, Recvepr | Tc=25°C, pro Schalter 1.6 mQ

Anschlisse - Chip

Lagertemperatur Tstg -40 125 °C

Anzugsdrehmoment f. M - Montage gem. gliltiger | M5, Schraube 3 6 Nm

Modulmontage Applikationsschrift

Gewicht G 300 g

Anmerkung: Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 50A effektiv pro Anschlusspin begrenzt.

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Hochstzuladssige Werte

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Kollektor-Emitter- Vces T,;=25°C 1200 v
Sperrspannung

Kollektor-Dauergleichstrom e Tyjmax=175°C Tc=70°C 200

Periodischer Kollektor- Icrm tp=1ms 400

Spitzenstrom

Gate-Emitter- VGEs 120 v
Spitzenspannung

Datasheet 3 0.10
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2 IGBT, Wechselrichter

infineon

Tabelle 4 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Kollektor-Emitter- Veesat | Ic=200A, Vge=15V T,;=25°C 1.55 | TBD v
Sattigungsspannung T,j=125°C 1.69
T,;=175°C 1.77
Gate-Schwellenspannung Veeth | Ic=4.6 mA, Vg =V, T;=25°C 5.15 | 5.80 | 6.45 v
Gateladung Qs Vge =215V, Vg =600V 3.34 uC
Interner Gatewiderstand Rgint | Tj=25°C 0.75 Q
Eingangskapazitat Cies f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vge =0V 40.3 nF
Rlckwirkungskapazitat Cres f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vge =0V 0.14 nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Icks Vce=1200V, Vge=0V T,j=25°C 0.02 | mA
Gate-Emitter-Reststrom IGEs Vee=0V, Vge=20V, T,;=25°C 100 nA
Einschaltverzégerungszeit tdon Ic =200 A, Vcg =600V, T,j=25°C 0.203 us
(ind. Last) Vee=+15V, Rgon=2.7Q T,=125°C 0.226
T,;=175°C 0.239
Anstiegszeit (induktive Last) t, Ic =200 A, Vcg =600V, T,;=25°C 0.094 us
Ve =+15V, Rgon =2.7Q ry=125°C 0.097
T,;=175°C 0.099
Abschaltverzogerungszeit taorf | Ic=200A, V=600V, T,j=25°C 0.351 ps
(ind. Last) Ve =15V, Rgor =2.7Q T,=125°C 0.414
T,;=175°C 0.433
Fallzeit (induktive Last) te Ic =200 A, Vcg =600V, T,;=25°C 0.103 us
Ve = +15V, Rgo = 2.7 Q ry=125°C 0.198
T,;=175°C 0.262
Einschaltverlustenergie pro Eon Ic =200 A, Vcg =600V, T,j=25°C 25.1 mJ
2050 A/ps (T,;=175°C) | T;j=175°C 45.9
Abschaltverlustenergie pro Eoff Ic =200 A, Vcg =600V, T,j=25°C 12.9 mJ
3250 V/ps (T,;=175°C) | T,;=175°C 23.8
Kurzschlussverhalten Isc Vee< 15V,Vc=800V, |[tp=< 8us, 640 A
Veemax=Vees-Lsce*di/dt | T,;= 150 °C
tp< Tps, 600
T,;=175°C
Warmewiderstand, Chip bis Rinsc | pro IGBT 0.231 | K/W
Gehause
Datasheet 4 0.10
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EconoPIM™3 Modul

3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 4 Charakteristische Werte (continued)

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Min. | Typ. | Max.

Warmewiderstand, Gehause Rincy | Pro IGBT, Apaste= 1 W /(M*K) 0.0670 K/W
bis Kuihlkorper

Temperatur im Schaltbetrieb | Ty;4p -40 175 °C

Anmerkung: T,; op > 150°C istim Uberlastbetrieb zuldssig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

3 Diode, Wechselrichter
Tabelle 5 Hochstzuladssige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Periodische VrrM T,;=25°C 1200 v
Spitzensperrspannung
Dauergleichstrom Ie 200
Periodischer Spitzenstrom IerM tp=1ms 400 A
Grenzlastintegral It tp=10ms, V=0V T,j=125°C 3700 A’s
T,;=175 °C 3050
Tabelle 6 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Durchlassspannung Ve IF=200A,Vge=0V T,;=25°C 1.72 | TBD v
T,;=125°C 1.59
T,;=175°C 1.52
Riickstromspitze Irm VR=600V, /r=200A, T,j=25°C 79.6 A
oMyt 1T
T,;=175°C 118
Sperrverzégerungsladung Q, VR=600V, [r=200A, T,;=25°C 15.7 ucC
gg;o Al/fjgl ’(T(jljI i/cit75 o) [TuT127C 2r1
T,;=175°C 35.6
Abschaltenergie pro Puls Erec VR=600V, [r=200A, T,j=25°C 4.85 mJ
oMyt 1T
T,;=175°C 12.2
Warmewiderstand, Chip bis Rihyc | pro Diode 0.376 | K/W
Gehause
Datasheet 5 0.10
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4 Diode, Gleichrichter

Tabelle 6 Charakteristische Werte (continued)

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Warmewiderstand, Gehause Rincy | pro Diode, Apssie=1 W /(M*K) 0.0730 K/W

bis Kuihlkorper

Temperatur im Schaltbetrieb | Ty;4p -40 175 °C

Anmerkung: T,; op > 150°C istim Uberlastbetrieb zuldssig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

4 Diode, Gleichrichter

Tabelle 7 Hochstzuladssige Werte

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Periodische Vrrm | Tyj=25°C 1600 v

Spitzensperrspannung

Durchlassstrom Iermsm | Tc=110°C 150 A

Grenzeffektivwert pro Chip

Gleichrichter Ausgang Irmsm | Tc=110°C 150 A

Grenzeffektivstrom

Stolstrom Grenzwert Tesm tp=10ms T,j=25°C 1800 A
T,j=150°C 1600

Grenzlastintegral 2t tp=10ms T,j=25°C 16200 A’s
T,;=150°C 12800

Tabelle 8 Charakteristische Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Min. | Typ. | Max.

Durchlassspannung Ve IF=200A T,j=150°C 1.01 \Y

Sperrstrom Iy T,;=150°C, Vg = 1600V 1.4 mA

Warmewiderstand, Chip bis Rinjc | pro Diode 0.278 | K/W

Gehause

Warmewiderstand, Gehause Rincy | pro Diode, Apssie=1 W /(M*K) 0.0690 K/W

bis Kuihlkorper

Temperatur im Schaltbetrieb | Ty; op -40 150 °C
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5 IGBT, Brems-Chopper

5 IGBT, Brems-Chopper
Tabelle 9 Hochstzuladssige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Kollektor-Emitter- Vces T,;=25°C 1200 v
Sperrspannung
Kollektor-Dauergleichstrom e Tyjmax=175°C Tc=75°C 150
Periodischer Kollektor- Icrm tp=1ms 300
Spitzenstrom
Gate-Emitter- VGEes 120 v
Spitzenspannung
Tabelle 10 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Kollektor-Emitter- Vegsat | lc=150A, Vg =15V T,;=25°C 155 | TBD | V
Sattigungsspannung T,j=125°C 1.69

T,;j=175°C 1.77
Gate-Schwellenspannung Veeth | Ic=3.5mA, Vg =V, T;=25°C 5.15 | 5.80 | 6.45 v
Gateladung Qs Vee =215V, Vg =600V 2.5 pcC
Interner Gatewiderstand Rgint | Tj=25°C 1 Q
Eingangskapazitat Cies f=100 kHz, T\;=25°C, Vg =25V, Vge =0V 30.1 nF
Rlckwirkungskapazitat Cres f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vge =0V 0.105 nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Ices Vce=1200V, Vge =0V T,;=25°C 0.005 | mA
Gate-Emitter-Reststrom Ices Vee=0V, Vge=20V, T,;=25°C 100 nA
Einschaltverzégerungszeit tdon Ic=150A, Vg =600V, T,j=25°C 0.197 ps
(ind. Last) Vee=+15V, Rgon =5.6 Q T,;=125°C 0.208

T;=175 °C 0.215
Anstiegszeit (induktive Last) t Ic=150A, Vg =600V, T,j=25°C 0.085 ps

Ve =+15V, Rgon =5.6 Q T,=125°C 0.090

T,;=175°C 0.093
Abschaltverzogerungszeit tdorf | lIc=150A, V=600V, T,j=25°C 0.419 ps
(ind. Last) Ve =15V, Rgor = 5.6 Q T,;=125°C 0.502

T;=175 °C 0.521
Fallzeit (induktive Last) t; Ic=150A, Ve =600V, | T,;=25°C 0.113 Hs

Vge = +15V, Rgo = 5.6 Q 7,=125°C 0.208

T,;=175°C 0.272
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6 Diode, Brems-Chopper

Tabelle 10 Charakteristische Werte (continued)
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Einschaltverlustenergie pro Eon Ic=150A, Vg =600V, T,;=25°C 12.2 mJ
1150 A/ps (T;j=175°C) | T,;=175°C 23.1
Abschaltverlustenergie pro Eoff Ic =150 A, Vg =600V, T,;=25°C 10.5 mJ
Puls ;Z o:f;;'b ‘fejv/jtlf Vo l1y=125°C 16.1
3100 V/ps (T,;=175°C) | T,j=175°C 20.1
Kurzschlussverhalten Isc Vge< 15V, Vc=800V, |[tp< 8ps, 480 A
VeemaVees-Lsce*di/dt | T,;=150 °C
tp< Tys, 450
T,;=175°C
Warmewiderstand, Chip bis Rihyc | proIGBT 0.290 | K/W
Gehause
Warmewiderstand, Gehause Rincy | Pro IGBT, Apaste= 1 W /(M*K) 0.0700 K/W
bis Kuihlkorper
Temperatur im Schaltbetrieb | Ty;4p -40 175 °C
Anmerkung: T,; op > 150°C istim Uberlastbetrieb zuldssig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.
6 Diode, Brems-Chopper
Tabelle 11 Hochstzuladssige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Periodische VrRM T,j=25°C 1200 v
Spitzensperrspannung
Dauergleichstrom I 75
Periodischer Spitzenstrom IerM tp=1ms 150 A
Grenzlastintegral It tp=10ms, Vg=0V T,j=125°C 450 A’s
T,;=175°C 370
Tabelle 12 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Durchlassspannung Ve Ie=T5A,Vge=0V T,;=25°C 1.72 | TBD v
T,;=125°C 1.59
T,;=175°C 1.52

Datasheet
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7 NTC-Widerstand

Tabelle 12 Charakteristische Werte (continued)
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Rlickstromspitze Irm Vr=600V, /[ =T5A, T,j=25°C 38.2 A
VGE:']-S V, -diF/dt: _ o
T,i=125°C 50.9
1050 A/ps (Ty;=175°C) |-
T,;=175°C 58.9
Sperrverzégerungsladung Qr VR=600V, /[ =T75A, T,j=25°C 5.43 pC
VGE:_lSV 'diF/dt: _ o
’ T, =125°C 10.4
1050 A/ps (T,;=175°C)
T;=175 °C 14.1
Abschaltenergie pro Puls Erec V=600V, /=T75A, T,;=25°C 10 mJ
VGE:']-S V, -diF/dt: _ o
T,,=125°C 10
1050 A/ps (Ty;=175°C) |2
T,;=175°C 10
Warmewiderstand, Chip bis Rinyc | pro Diode 0.728 | K/W
Gehause
Warmewiderstand, Gehause Rincy | pro Diode, Apasie= 1 W /(M*K) 0.0870 K/W
bis Kuihlkorper
Temperatur im Schaltbetrieb | T,;4p -40 175 °C

Anmerkung: T,; op > 150°C istim Uberlastbetrieb zuldssig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

7 NTC-Widerstand

Tabelle 13 Charakteristische Werte

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Nennwiderstand Rys Tntc=25°C 5 kQ

Abweichung von Rgq AR/R | Ty1c=100°C, R199=493Q -5 5 %

Verlustleistung Pys Tntc=25°C 20 mw

B-Wert Bys;so [Ry=Rps exp[825/50(1/T2—1/(298,15 K))] 3375 K

B-Wert Bysjso | Ra=Ras exp[Bas/so(1/T2-1/(298,15 K))] 3411

B-Wert Basji00 | R2 = Ras exp[Bys/100(1/T2-1/(298,15 K))] 3433 K

Anmerkung: Angaben gemdR giltiger Application Note.

Datasheet 9 0.10
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8 Kennlinien

8 Kennlinien
Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT,
lc =f(Vcg) Wechselrichter
VGE =15V IC = f(VCE)
T,j=175°C
400 ‘ ‘ ~ — 400 T T 7 7
T,=25°C /o ox Vg =19V y
vj J / /
_—— - o, _—— = /
350 -H ij 125°C / . 7 350-H VGE 7V / // -------
—————— T,=175°C // / —————V, =15V /
SA 0 |l Ves13v) (1
300 7 7 300 4 --——--- Vg =11V / 1 II
/ &
/ ———V_ =9V e
/ 1/ .
250 71 250 H—
/ /// /lll i
= /7 = /L e
<, 200 17 < 200 H— P
7 I
A4 !/ 8
150 2 150 i ,/
TV —
100 100 i / L
Wi ; L.~
// // Ve d
50 ~ 50 b/
0 == 0 ==t
00 05 10 15 20 25 30 35 00 05 1.0 15 20 25 30 35 40 45 50
Ve (V) Ve (V)
Ubertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter
Wechselrichter E=f(l¢)
lc =f(Vee) Reoff = 2.7 Q, Rgon = 2.7 Q, Vg = 600V, Vg = 15V
VCE =20V
400 \ 77 200 \ \
/
T =25°C % E,,T,=125°C /
1 s 7/ 180 H——— €1 -125¢ :
350 H vj /I off! vj /
—————— T,=175°C / -——-=E,,T,=175°C /
y /) o T y
/4’ 160 | --meeeeeees Ep T,,= 175°C 7
300 / / /
/
4 140 7
/ //
250 I" /
12 /
/ ’ // /
— =) /
= 200 £ 100 ;
— / Y /
J /
/ 80 a
150 7 /
/ /
y 60 v
100 s //
;’ 40 O G e e =
50 L
4 20
//,/
/’?// =
0 = 0 ‘
5 6 7 8 9 10 1 12 13 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Vee V) Ic (A)
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8 Kennlinien

Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter
E=f(Rg)
Ic =200 A, Ve =600V, Vge =+ 15V

Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

t=f(lg)

Reoff = 2.7 Q, Roon=2.7Q, Vg =600V, Vgg =+ 15V, Ty =

175°C
220 ‘ ‘ v 10
° / u
1 E,p T, = 125°C 7 H t,,
200 ——— T =125°C W H———1
wo-H T Eow Ty = 175°C / T St
------------ Eyp T, = 175°C S | b
7/
160 7
// N
// 1
140 % S~
4 ~~
5 120 ’ RSS!
%100 / =
// ----- —_ T
/7 —
80 ,' — T
/ 0.1 =
60 7 =
4 —
// ~
40 -
20 =TT T
0 0.01
0 5 10 15 20 25 30 0 50 100 150 200 250 300 350 400
R, (Q) Ic (A)
Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter Transienter Warmewiderstand , IGBT, Wechselrichter
t=f(Rg) Zy, =1(t)
lc=200A,Vce=600V,Vge =15V, T,;=175°C
10F ] 1 I A
i tgon Zyy,c:1GBT |
A
T Lot
|| &
1 e C L
= = g
1 . - < 01 /
----------------- L _:__/ - N /
- e s /
0.1 =
i 1 2 3 4
rlK/wWl - 0.0128 0.009 0.184 0.0252
T‘[S] 9.61E-4 0.0148 0.0468 0.705
U T T T T
0 5 10 15 20 25 30 0.001 0.01 0.1 1 10
R, (Q) t(s)
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8 Kennlinien

Spannungssteilheit (typisch), IGBT, Wechselrichter Sicherer Riickwarts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT,
dv/dt =f(Rg) Wechselrichter
Ic=200A, Vg =600V, Vge =+ 15V, T,;=25°C lc=f(Vce)
Reoff=2.7Q,Vge =+ 15V, T,;= 175°C
dv/dt-onat1/101. — I, Modul
— — — dv/dt-offat 450 H{——— I, Chip
6 \
\ 400
\ |
5 \ 350
\\ 300 \
5 \ =, 250
33 A\
200
\
: |
) AN 150
SO \
\ S~ 100
l .
T 50
0 0
0 5 10 15 20 25 30 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
R (Q) Ve (V)
Kapazitats Charakteristik (typisch), IGBT, Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT,
Wechselrichter Wechselrichter
C=1(Vce) Vee = f(Qo)
f=100 kHz, Vgg =0V, T,;=25°C Ic=200A, T,;j=25°C
1000 — 15
: - COES
| Cres 10 /
100
5
10
(™ =
= g O
[®] -\ >
AN
l\\ = — —— -5
0.1 i
-10
0.01 -15
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 00 05 10 15 20 25 30 35
Ve (V) Qg (1)
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8 Kennlinien

infineon

Durchlasskennlinie der (typisch), Diode,

Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

Wechselrichter Erec = (1)
Ie =f(Ve) Rgon = 2.7 Q, Vcg =600 V
400 \ 7 16 \ \
T .=25°C / E _,T.=125°C —_—
vj II / rec’ vj T
T 1o - e _
350 T,=125°C / 12 E o T,=175°C _
—————— T, =175°C 1/ -
/1l P
II/ / /
300 / 12 >
/
/I / s /
250 il 10
/I/ / /
I/ —_
. / 2 /
< /I/ é /
= 200 17 , 8 Y
/ wl /
/
7/ /|
150 77 6 7
/// /
/
/!
100 77 4
//// /
/
50 AL 2
7
/
B
0 0
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Ve (V) Ie (A)
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter Transienter Wairmewiderstand , Diode, Wechselrichter
Erec = f(Rq) Zin = f(t)
V=600V, IF=200A
16 \ \ 1 I
E.o ij =125°C :I— Z, . :Diode
=== e T 115
12 \ il
\ /]
\
10 \
= \ s
E \ \ z
= N4
, 8 N < o1
w \ N~
\
6 N
\ -
~
\\
4 S———
\\— i 1 2 3 4
2 I"[K/W] 0.0152 0.0678 0.258 0.035
T‘[S] 8.74E-4 0.0137 0.0514 0.687
0 SO O A
0 5 10 15 20 25 30 0.001 0.01 0.1 1 10
R, (Q) t(s)
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8 Kennlinien

Durchlasskennlinie der (typisch), Diode, Gleichrichter

Transienter Warmewiderstand , Diode, Gleichrichter

IF = f(VE) Zy, =1(t)
400 \ \ T 1 I
T,=25°C | ﬂ— Z,.,c: Diode i
350 === 1, =150 !
|
/
300 //
I / T
/
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Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Brems-Chopper
lc=f(Vce)

Durchlasskennlinie der (typisch), Diode, Brems-
Chopper

VGE =15V IF = f(VF)
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8 Kennlinien

Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand
R=f(Tyrc)
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9 Schaltplan
9 Schaltplan
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10 Gehduseabmessungen

10 Gehauseabmessungen
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11 Modul-Label-Code

11 Modul-Label-Code

infineon

Module label code

Code format Data Matrix Barcode Codel28

Encoding ASCII text Code Set A

Symbol size 16x16 23 digits

Standard IEC24720 and IEC16022 IEC8859-1

Code content Content Digit Example
Module serial number 1-5 71549
Module material number 6-11 142846
Production order number 12-19 55054991
Date code (production year) 20-21 15
Date code (production week) 22-23 30

Example

71549142846550549911530

71549142846550549911530
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